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Abstract 
Properties of Si/Si02 interface， whose oxide is anodically grown， have been improved by annealing the speci. 
men at low temperature in hydrogen gas. The properties have been characterized by MOS C. V methode， AES 
and SIMS methodes. Hydroxyl groops contained in the as.grown anodic oxide films are resolved into oxygen 
and hydrogen and they combines with silicon dangling bond during annealing. The oxide annealed at 600"(: 
changes to stoichiometric Si02， but because the Si.H bonds are not stable. the transition region at Si/Si02 in. 
terface get rough and surface state density increases. With annealing at 450.C Si.H bonds in the oxide and Si/ 
Si02 interface become stable and surface state density decreses， but the composition of the oxide is silicon rich 
type. It was found that optimum annealing condition for getting the high quality composition and Si/Si02 inter 
face is to anneal the grown oxide first at 600.C and then follwed by at 450.C 
1.緒 日
今日. VLSI等集積回路の製造技術は急速に進歩している O この中で，より薄く，欠陥密度が
少なく耐圧不良のない電気的に安定なシリコン酸化膜をできるだけ低温で安価に形成することが























印加電圧は::l::12Vの範囲で変化させ，測定周波数は 1MHzである。 SIMS法並びに AES法に使
用した装置は ULVAC-PHI AQM-808である。試料励起源は電子銃，イオン照射i原は Ar+イオ
ン銃，エネルギ一分析器は円筒鏡面型である。 SIMS法は，真空度が1XIO-5 Pa， 1次イオンビー
ムは 1KeV，アルゴンイオンをスパッタリングしながら測定した。この方法で，正イオンを検出
するプラス SIMS (以下， CDSIMSと省略する)で酸化膜中の水素分布を，負イオンを検出する
マイナス SIMS (以下， 8SIMSと省略する)で酸化膜中の水酸基を検出した。 AES法による深
さ方向の分析の測定条件は，真空度がアルゴンリークで 1X 10-0 Pa，ビーム電圧が2KeV，ビー
ム電流が2μA，約200X200μmのラスターを施し， 1 KeVのAr+イオンをスパッタしながら行
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ラメータにしてある o p 並び、に
N型試料とも Revesz(7)の報告
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いが p型試料では. 600'Cで
アニーリングしたものが他より大きな












Fig. 1. Chapacitance-Voltage characteristics of MOS structures 
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3. Distribution 01 hydroxyl group in the as-grown ox-
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5. Distribution 01 hydroxyl groop in the oxide 
annealed at 600t. Pulse count ; -SIMS. 
Fig 
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Distribution 01 hydroxyl groop in the oxide 














































































































Distribution 01 hydrogen in the oxide annealed 
at 450oC. Pulse count ; +SIMS 
7 Fig 
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Distribution 01 hydrogen in the oxide annealed at 





Distribution 01 h、clro耳目1in the oxide 
















































での範囲とする。図中零位置は，酸素50%の |FIg 10 
位置である。遷移領域の幅は as-grown状
，.園、
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SPUTTERI NG DEPTH (1 unit = 20A) 
Chemical depth profile in the oxide annealed 
at 4500C or 6000C 
I SiLVV (92eV) 
SPUTTERING DEPTH (1 unit=20 A ) 
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ANNEALING TEMPERATURE (OC) 






Fig.-12は，酸化膜の組成を表わす酸素 KLLとシリコン LVVのAES信号比であるoas.grown 
状態で約2.46-2.50であったものが， 6000Cでアニーリングを施すと約2.69-2.73となり，この
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